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o (57) Abstract: According to the invention, the connection side of an undivided semiconductor wafer (1) is directly connected to
a thermoplastic film (2), whose thermal expansion coefficient is approximately as low as that of the semiconductor material. Pro-
) tuberances (21) are moulded onto the exposed underside of the film (2) by a hot embossing process, said protuberances acting as
< clastic external connections (25) and being connected in a conductive manner to internal connections (24) or to the wafer terminal
& clements (11) via passages (22). Individual semiconductor modules or packages that can be contacted on a printed circuit board by
e means of the plastic protuberances (21) are produced by dividing the finished contacted wafer. Said method allows semiconductor
& chips to be contacted on an intermediate support and the intermediate support to be contacted on a printed circuit board in a simple
O manner, ensuring a temperature-resistant connection between the semiconductor and the printed circuit board, without additional
compensatory materials.
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be contacted on a printed circuit board by neans of the plastic
pr ot uberances (21) are produced by dividing the finished contacted wafer.
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(57) Zusammenfassung: Ein unzerteilter Halbleiter-Wafer (1) wird mit seiner Anschlussseite unmittelbar mit einer Thermoplast-
Folie (2) verbunden, deren thermischer Ausdehnungskoeffizient dhnlich niedrig wie der des Halbleitermaterials ist. An der freien
Unterseite der Folie (2) werden durch Heisspriagen Hocker (21) angeformt, die als elastische Aussenanschliisse (25) dienen und
iber Durchgangsbohrungen (22) mit Innenanschliissen (24) bzw. den Wafer-Anschlusselementen (11) leitend verbunden werden.
Durch Zerteilen des fertig kontaktierten Wafers entstehen einzelne Halbleiter-Module bzw. -Packages, die mit den Kunststoftho-
ckern (21) auf einer Leiterplatte kontaktiert werden kénnen. Dadurch wird mit einem einfachen Verfahren eine Kontaktierung von
Halbleiterchips auf einem Zwischentrdger und eines Zwischentrégers auf einer Leiterplatte erm&glicht, wobei ohne zusétzliche Aus-
gleichsmaterialien eine temperaturbestindige Verbindung zwischen dem Halbleiter und der Leiterplatte ermdglicht wird.



